1

[bookmark: _GoBack]1. Mažos varžos sąlyčio įrenginys, apimantis sluoksniuotą darinį iš aukšto legiravimo lygio p-tipo puslaidininkinio sluoksnio (1) ir ant jo išdėstyto n-tipo titano dioksido (TiO2) sluoksnio (2), kur tarp minėtų sluoksnių yra suformuota tunelinė sandūra (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant minėto p-tipo puslaidininkio sluoksnio (1) yra tiesiogiai atominių sluoksnių nusodinimo (ALD) būdu užaugintas TiO2 sluoksnis (2), kur TiO2 sluoksnio dalis (3), esanti prie minėto p-tipo puslaidininkio sluoksnio (1) paviršiaus, auginimo metu yra papildomai legiruota niobio (Nb) donorine priemaiša, tokiu būdu suformuojant tunelinę sandūrą (4) tarp n-tipo sluoksnio TiO2 (3) ir p-tipo puslaidininkio sluoksnio(1).

2. Mažos varžos sąlyčio įrenginio gamybos būdas, kur įrenginys apima sluoksniuotą darinį iš aukšto legiravimo lygio p-tipo puslaidininkinio sluoksnio (1) ir ant jo išdėstyto n-tipo titano dioksido (TiO2) sluoksnio (2), tarp kurių suformuota tunelinė sandūra (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant minėto p-tipo puslaidininkio sluoksnio (1) paviršiaus, tiesiogiai ALD būdu augina TiO2 sluoksnį (2), kur tunelinei sandūrai suformuoti ant p-tipo puslaidininkio sluoksnio (1) paviršiaus augina keletą TiO2 vienatomių sluoksnių pakaitomis su vienatomiu niobio (Nb) sluoksniu, kartojant pakaitinį auginimą numatytą skaičių kartų, reikalingą aukštam TiO2 legiravimo lygiui gauti ir baigiant auginimą TiO2 sluoksniu, po to auginimo metu gautą sluoksniuotą darinį kaitina vandenilio atmosferoje ne žemesnėje kaip 500˚C temperatūroje dideliam TiO2 laidumui pasiekti ir tunelinei sandūrai gauti.

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuojant tunelinę sandūrą ant p-tipo puslaidininkio sluoksnio (1) paviršiaus užaugina pirmuosius tris vienatomius TiO2 sluoksnius (5), ant jų užaugina vienatomį Nb sluoksnį (6), ant kurio augina penkis vienatomius TiO2 sluoksnius (7), po to vėl užaugina vienatomį Nb sluoksnį (6), taip kartojant vienatomių TiO2 sluoksnių (7) ir vienatomio Nb sluoksnio (6) pakaitinį auginimą numatytą skaičių kartų.
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1     1.  Mažos varžos sąlyčio  įrenginys ,  apimantis sluoksniuotą darinį   iš   aukšto legiravimo lygio  p - tipo   puslaidininki ni o  sluoksnio   (1)   ir  ant jo išdėstyt o   n - tipo  titano dioksido  (TiO 2 )   sluoksn io   (2) ,   kur   tarp minėtų  sluoksnių yra suformuota tunelinė sandūra   ( 4 ) ,    b e s i s k i r i a n t i s   tuo, kad   ant  minėto  p - tipo   puslaidininkio sluoksnio  (1)  yra tiesiogiai  atominių sluoksnių nusodinimo   (ALD) būdu  užaugintas   TiO 2   sluoksnis (2) ,   kur TiO 2  sluoksnio   dalis   (3) ,   esanti prie  minėto  p - tipo   puslaidininkio  sluoksnio   (1)  paviršiaus ,   auginimo metu  yra  papildomai legiruota niobio  (Nb)  donorine priemaiša , tokiu būdu suformuojant tunelinę  sandūrą  ( 4 )  tarp  n - tipo   sluoksnio  TiO 2   ( 3 )   i r  p - tipo   puslaidininkio   sluoksnio (1) .     2.  Mažos varžos sąlyčio   įrenginio   gamybos būdas ,   kur įrenginys apima   sluoksniuotą darinį iš  aukšto  legiravimo lygio  p - tipo   puslaidininkinio sluoksnio (1)   ir ant jo  išdėstyt o   n - tipo   titano dioksido  (TiO 2 )  sluoksn io   (2) ,  tarp kurių  suformuo t a   tunelinė sandūra   (4) ,    b e s i s k i r i a n t i s   tuo , kad  ant  minėto  p - tipo   puslaidininkio  sluoksnio (1)  paviršiaus ,  tiesiogiai ALD būdu  augina TiO 2   sluoksn į   (2) , kur tunelinei sandūrai  suformuoti  ant  p - tipo   puslaidininkio sluoksnio   (1)  paviršiaus  augina keletą  TiO 2   vie n atomių sluoksnių  pakaitomis su  vie na tom iu   niobio   (Nb)   sluoksni u ,  kartojant pakaitinį auginimą numatytą skaičių kartų ,   reikalingą  aukštam   TiO 2   legiravimo lygiui  gauti   ir baigiant auginimą TiO 2  sluoksniu,   po  to  auginimo   metu  gautą   sluoksniuotą  darinį kaitina vandenilio atmosferoje  ne žemesnėje kaip  5 00 ? C temperatūroje   dideliam  TiO 2   laidumui  pasiekti ir  tunelinei sandūrai gauti .     3.  Būdas pagal 2 punktą,    b e s i s k i r i a n t i s   tuo, kad formuojant tunelinę sandūrą ant  p - tipo   puslaidininkio   sluoksnio   (1)  paviršiaus užaugina pirm uosius  tris   vie n atomi us TiO 2   sluoksni us   ( 5 ) ,  ant j ų   užaugin a   vie natomį Nb sluoksnį   ( 6 ), ant kurio augina  penkis   vie n atomi us   TiO 2   sluoksni us   ( 7 ), po to vėl  užaugina  vie n atomį  Nb sluoksnį ( 6 ),   taip kartojant  vien atomių TiO 2   sluoksnių ( 7 ) ir  vie natomio  Nb sluoksnio  ( 6 ) pakaitinį auginimą numatytą skaičių kartų.  

